LISTA DE EXERCICIOS VII: Propriedades Elétricas

1) (a) Calcule a condutividade elétrica de uma amostra cilindrica de silicio com diametro de
5,1 mm e 51 mm de comprimento, através da qual uma corrente de 0,1 A passa em uma
direcdo axial. Uma voltagem de 12,5 V ¢ medida entre duas sondas que estdo separadas por
uma distancia de 38 mm.

(b) Calcule a resisténcia ao longo de toda a extensdo de 51 mm da amostra.

2) Um fio em ago-carbono com 3 mm de didmetro deve oferecer uma resisténcia que nao seja
superior a 20 Q. Calcule o comprimento maximo do fio.

Dado: Condutividade elétrica do ago carbono: 6= 0,6 x 10’ (Q-m)”

3) Qual ¢ a diferenca entre conducao eletronica ¢ condugao ionica?

4) (a) Calcule a velocidade de arraste dos elétrons no germanio a temperatura ambiente e
quando a magnitude do campo elétrico ¢ de 1000 V/m.
(b) Sob essas circunstancias, quanto tempo um elétron leva para se deslocar transversalmente

através de uma distancia de 25 mm de cristal?

5) A temperatura ambiente, a condutividade elétrica e a mobilidade eletronica para o cobre
sdo de 6,0.107 (Q—m)'1 e 0,0030 m*/V-s, respectivamente.

(a) Calcule o nimero de elétrons livres por metro cibico para o cobre a temperatura ambiente;
(b) Qual ¢ o nimero de elétrons livres por atomo de cobre? Considere uma densidade de 8,9

g/em’ para o cobre.

6) A condutividade elétrica do PbS & temperatura ambiente é de 25 (Q-m)”, enquanto as
mobilidades dos elétrons e dos buracos sdo de 0,06 e 0,02 m*/V-s, respectivamente. Calcule a

concentragdo de portadores intrinsecos para o PbS a temperatura ambiente.

7) Sabe-se que um semicondutor do tipo # possui uma concentragdo de elétrons de 5.10'" m™.
Se a velocidade de arraste do elétron ¢ de 350 m/s em um campo elétrico de 1000 V/m,

calcule a condutividade desse material.



8) Um fio metalico cilindrico com 3 mm de didmetro ¢ exigido para conduzir uma corrente de
12 A com uma queda minima de voltagem de 0,01 V por 300 mm de fio. Quais dos metais e

ligas listados na tabela abaixo sdo possiveis candidatos?

Condutividade

Metal Elétrica

[(@-m)"]

Prata 6,8.107
Cobre 6,0.107
Ouro 4,3.107
Aluminio 3,8.107
Latdo (70Cu-30Zn) 1,6.107
Ferro 1,0. 107
Platina 0,94.107
Acgo-carbono 0,6.107
Ago inoxidavel 0,2.107

9) Cada um dos elementos a seguir ira atuar como um doador ou um receptor quando for
adicionado ao material semicondutor indicado? Considere que os elementos de impureza

sejam substitucionais.

Impureza Semicondutor
N Si
B Ge
S InSb
In CdsS
As ZnTe

10) (a) A condutividade elétrica a temperatura ambiente de uma amostra de silicio ¢ de 500
(Q-m)™. Sabe-se que a concentragdo de buracos é de 2.10** m™. Usando as mobilidades para
os elétrons e para os buracos no silicio, as quais foram apresentadas no exercicio 8, calcule a
concentragdo de elétrons.

(b) Com base no resultado obtido para a parte a, vocé diria que a amostra ¢ intrinseca,

extrinseca do tipo # ou extrinseca do tipo p? Por qué?

11) Calcule a condutividade elétrica a temperatura ambiente para um silicio que foi dopado

23 Al
com 10° atomos de arsénio.



12) Um metal hipotético possui uma resistividade elétrica de 4.10° (Q-m). Uma corrente de
30 A ¢ passada através de uma amostra desse metal com 25 mm de espessura; quando um
campo magnético de 0,75 tesla ¢ imposto simultaneamente em uma dire¢do perpendicular a
da corrente, uma voltagem de Hall de 1,26.107 V ¢ medida. Calcule (a) a mobilidade dos

elétrons nesse metal e (b) o nimero de elétrons livres por metro cubico.

13) Um capacitor de placas paralelas que utiliza um material dielétrico com uma g, de 2,2
possui um espagamento entre placas de 2 mm. Se for usado um outro material, porém com
uma constante dielétrica de 3,7, e a capacitdncia ndo for alterada, qual deve ser o novo

espacamento entre placas?

14) Considere um capacitor de placas paralelas que possui uma area de 2500 mm® e uma
separacao entre placas de 2 mm, e que contém um material com constante dielétrica de 4,0
posicionado entre as placas.

(a) Qual ¢ a capacitancia desse capacitor?

(b) Calcule o campo elétrico que deve ser aplicado para que uma carga de 8,0.10° C seja

armazenada em cada placa.

15) Em suas proprias palavras, explique o mecanismo segundo o qual a capacidade de
armazenamento de cargas ¢ aumentada pela insercdo de um material dielétrico entre as placas

de um capacitor.






